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【はじめに】Cu(In,Ga)Se2（CIGS）太陽電池は、

最高変換効率 20 %以上を達成している。この

とき CIGS太陽電池は、一般的に二重傾斜構造

のバンド構造が用いられている。二重傾斜構造

は変換効率の高い優れたバンド構造であるが、

この傾斜構造によってバンドにノッチが生じ

る。我々はこれまで、CIGS 太陽電池において

は、BSF構造あるいは裏面パッシベーション構

造よりも傾斜バンドプロファイルが重要であ

ることを示してきた[1]。本研究では、ノッチを

形成しない単傾斜構造CIGS太陽電池に着目し、

さらに単傾斜構造を有するCIGSの最表面にフ

ラットバンド構造を挿入することにより、長波

長側の光吸収の改善を図った。 

【実験方法】Mo付き青板ガラス（SLG）基板

上に、製膜温度 520℃において CIGSを通常の

3段階法ではなく 5段階法によって製膜し、図

1 のようなバンド構造を作製した。その上に

CdS を溶液成長法、ZnO を MOCVD 法によっ

て堆積し、Al くし型電極を蒸着法によって堆

積した。作製した太陽電池の J-V 特性は、

AM1.5G下において測定した。 

【 結 果 と 考 察 】 表 1 に 単 傾 斜 構 造

（Single-graded SG）を有する CIGS 太陽電池

（フラット領域（flat band）有り無し）および、

二重傾斜構造（Double-graded DG）を有する

CIGS太陽電池の J-V特性を示す。単傾斜構造

表面に狭ギャップなフラット領域を挿入する

ことにより短絡電流密度が大きく向上した。図

2 はこれらの量子効率をそれぞれ測定した結

果である。この結果は、表面において狭ギャッ

プなフラット領域を挿入することによって、従

来の単傾斜構造に比べて長波長側の光吸収が

改善されたことを示している。このような新し

いバンド構造を用いて変換効率 17%を達成し

た。 
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Fig.2 Quantum efficiency measurement results of CIGS 

solar cells with DG, SG, and SG flat-band bandgap 

profile respectively. 
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Fig.1 SG band profile with a flat band region 

 

Table 1 J-V Characteristic of the fabricated solar cells 

Voc Jsc FF Eff

DG 0.66 35.8 0.74 17.5

SG 0.57 37.9 0.70 15.3

SG+flat band 0.60 39.4 0.72 17.0
 

 

Fig.2 Quantum efficiencies for CIGS solar cells with 

DG, SG, and SG+flat-band profile. 
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